














































专利名称(译) 用于显示装置的薄膜晶体管和包括该薄膜晶体管的有机发光二极管显示装置

公开(公告)号 US20170194401A1 公开(公告)日 2017-07-06

申请号 US15/209152 申请日 2016-07-13

[标]申请(专利权)人(译) 三星显示有限公司

申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 CHO SEONG MIN
KU SUK HOON

发明人 CHO, SEONG MIN
KU, SUK HOON

IPC分类号 H01L27/32 H01L29/423 H01L29/49 H01L29/786 H01L29/51

CPC分类号 H01L27/3248 H01L29/78675 H01L29/513 H01L29/4908 H01L27/1222 H01L29/42364 H01L29/78618 
H01L27/3262 H01L27/1218 H01L29/517 H01L29/16 H01L29/786 H01L29/42384 H01L29/7869

优先权 1020150191445 2015-12-31 KR

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

所描述的技术一般涉及用于显示装置的薄膜晶体管和包括该薄膜晶体管
的有机发光二极管显示装置。示例性实施例提供了一种用于显示装置的
薄膜晶体管，包括：衬底;半导体，设置在基板上并包括沟道;以及源区和
漏区，设置在沟道的相对侧;栅极绝缘层，包括设置在基板和半导体上的
第一栅极绝缘层，以及设置在第一栅极绝缘层上并与沟道重叠的第二栅
极绝缘层;栅电极设置在第二栅极绝缘层上;层间绝缘层直接设置在第一栅
极绝缘层和栅电极上;源电极和漏电极设置在层间绝缘层上并连接到半导
体，其中栅电极与栅电极重叠的部分的厚度可以大于栅极的一部分的厚
度与源极区域重叠的绝缘层和与漏极区域重叠的栅极绝缘层的一部分的
绝缘层。
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